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1. はじめに 

前回我々は、3 次元 Hf 系 MONOS 型不揮

発性メモリの特性向上のための、界面特性の

Si 基板面方位依存性に関して報告した[1, 2]。

今回、異種面方位 Si基板上に Hf系MONOS

構造のトンネル層として用いる HfO2絶縁膜

を堆積し、電気特性について検討したので報

告する。 

 

2. 試料作製方法および評価方法 

まず、p-Si(100)基板(10-30 cm)、p-Si(110)

基板(7-10 cm)、および p-Si(111)基板(10-20 

cm)を SPM、DHFで洗浄し、超純水により

リンスを行った後、ECR プラズマスパッタ

法により HfO2(3 nm)を Ar/O2:23/4.6 sccm 

(0.18 Pa)雰囲気中で室温堆積し、その後ゲー

ト電極として HfN0.5(10 nm)を Ar/N2:10/0.2 

sccm (0.08 Pa)雰囲気中で in-situ で形成した。

次に、N2(1 SLM)雰囲気中で 600oC/1 min の

PDA を行い、Al コンタクト電極を形成し

MISダイオードを作製した。このように作製

した試料に関して、C-V特性、J-V 特性によ

る評価および界面準位密度の抽出を行った。 

 

3. 実験結果および考察 

図 1に、MIS ダイオードの測定周波数 100 

kHz における C-V 特性の、Si 基板面方位依

存性を示す。図 1に示すように、VFBシフト

は p-Si(100)基板で-0.99 V、p-Si(110)基板で

-1.02 V、p-Si(111)基板で-0.85 V であること

が分かった。図 2に、VG = -7 V におけるリ

ーク電流および界面準位密度を示す。図 2

より、3次元構造で重要となる p-Si(100)基板、

および p-Si(110)基板のリーク電流はそれぞ

れ 1.4x10-4
 A/cm2, 2.0x10-4 A/cm2であり、界面

準位密度は 7.2x1010 cm-2eV-1とほぼ同様とな

ることが分かった。 
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図 1 HfO2 MISダイオードの C-V特性の 

Si基板面方位依存性。 

図 2 HfO2 MISダイオードのリーク電流と 

界面準位密度の Si基板面方位依存性。 
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